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司会　工藤一浩（千葉大学 教授）

分子技術コンセプト「技術俯瞰における分子技術の多面性」

分子性・合成分子技術・分子技術イニシアティブ
曽根純一（物質・材料研究機構 理事、JST-CRDS 特任フェロー）

村井眞二（奈良先端科学技術大学院大学 理事・副学長、JST プラザ大阪 総館長）

13:00～13:40
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2

13:00～13:20

13:20～13:40

司会　曽根純一（物質・材料研究機構 理事、JST-CRDS 特任フェロー）

光との相互作用、光・磁性制御の分子技術

バイオとエレクトロニクスの融合を実現する分子技術

印刷法で作製する有機デバイス
－切った貼ったのフォトリソプロセスからオンデマンドプロセスとしての印刷技術－

大越慎一（東京大学 教授）

田畑　仁（東京大学 教授）

八瀬清志（産業技術総合研究所 研究部門長）

13:40～15:10
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13:40～14:10

14:10～14:40

14:40～15:10

15:30～16:30 司会　八瀬清志（産業技術総合研究所 研究部門長）

分子技術に基づくエネルギーデバイス応用

分子技術に基づく新機能デバイス創成 －分子スピントロニクス－
　 　 　　　

早瀬修二（九州工業大学 教授、JSTさきがけ 研究総括）

多田博一（大阪大学 教授）
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15:30～16:00

16:00～16:30

15:10～15:30 休　　憩

分子技術に基づく有機トランジスタ

分子技術に基づく感性バイオセンサー

分子技術と有機エレクトロニクスの将来展望

工藤一浩（千葉大学 教授）

都甲　潔（九州大学 主幹教授・研究院長）

筒井哲夫（九州大学 名誉教授、JSTさきがけ 研究総括）

16:30～18:00 司会　川合知二（大阪大学 教授、JST-CRDS 特任フェロー）
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16:30～17:00

17:00～17:30

17:30～18:00

ショートパネル　工藤一浩、曽根純一、他

18:00～18:20 共同司会　工藤一浩、曽根純一

11 18:00～18:20

応用物理学会・JST共同特別公開シンポジウム

～ 科学・技術として今、期待されることは ～～ 科学・技術として今 期待されることは～

分子技術、新ステージへの胎動分子技術、新ステージへの胎動分子技術、新ステージへの胎動要旨集要旨集要旨集

コーディネーター：工藤一浩（有機分子･バイオエレクトロニクス分科会幹事長、千葉大学）

シンポジウム開催実行委員会：応用物理学会有機分子バイオエレクトロニクス分科会、JST研究開発戦略センター
　　　　　　　　  主　　催：（社）応用物理学会・（独）科学技術振興機構（JST）共同開催

平成22年9月16日木 13：00～18：20日時日時

2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会会場　長崎大学文教キャンパス　中部講堂（NA会場）会場会場

日時
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分子の電子状
態制御技術

分子の形状・
構造制御技術

分子集合体・複合体
の制御技術

分子・イオンの
輸送・移動制御技術

変換・プロセスの分子技術

分子の設計・創成技術

分子技術を構成する技術概念

低環境負荷・高効率な物質変換。分子レベルでの構造設計に基づく新たな触媒・システム開発

所望の機能を持つ分子を設計・創成。分子技術全体の基盤をなす。精密合成技術
と理論・計算科学との協同により、一般化手法を提示し、各々の分子技術へ提供

分子性半導体の電
子状態を自在に制
御。分子間の電荷
授受、有機半導体
の基礎学理構築

分子の形状、ナノ・
マクロ構造の制御
による新機能創出。
形状認識や特殊
構造構築・制御

生体の分子集合
体・複合体、生命
分子システムの化
学制御や、高分子
複合材料技術

生体内における分子
の輸送（移動）やイオ
ン移動、膜物質を介
した分子の移動など、
分子性物質を輸送す
る技術
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(Eh 1)

(Eh 2)  
Co3[W(CN)8]2(pyrimidine)4·6H2O 2

CoII
3(S=3/2)–WV

2(S=1/2)

CoIII
2(S=0)–WIV

2(S=0)–CoII(S=3/2)

208 K

298 K

UV-vis

750 nm WIV CoIII

MM’CT

500 nm

  

3 K 840 nm  

 

TC= 40 K, Hc = 12000 Oe 2b 532 nm 

840 nm 532 nm

2c CoIII
2(S=0)–WIV

2(S=0)–CoII(S=3/2)
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2(S=1/2) TC= 
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(1) S. Ohkoshi, et.al, Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1830. (2) H. Tokoro, et.al, Phys. Rev. B. 2006, 73,172415. 
(3) H. Tokoro, et.al., Chem. Mater. 2008, 20, 423. (4) S. Ohkoshi, et.al., Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 3238. 
(5) S. Ohkoshi, et al., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 270. (6) S. Ohkoshi, et.al., J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 
5320. (7) S. Ohkoshi, et.al.,Chem. Mater. 2008, 20, 3048. (8) S. Ohkoshi, et al., Appl. Phys. Lett. 1997, 70, 1040. 
(9) S. Ohkoshi, et.al. J. Am. Chem. Soc., 1999, 121, 10591 (10) S. Ohkoshi, et.al., Phys. Rev. Lett., 1999, 82, 
1285. (11) S. Ohkoshi, et.al., Nature Mater., 2004, 3, 857. (12) S. Ohkoshi, et.al., Nature Chem., 2010, 2, 539. 
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